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© Bond- und lotbare Dunnschichtleiterbahnen mit Durchkontaktierungen 

Die Herstellung von partiell bond- und lotbaren Dunn- 
schichtleiterbahnen, die als mehrschichtige Leiterbahn auf 
einem Substrat aufgebracht sind, geschieht durch Auf- 
dampfen bzw. Aufstauben von NiCrCuAI. Nach der Erfin- 
dung werden Durchkontaktierungen und Bondstellen da- 
durch hergestellt, daS nach dem Entfernen der Schutz- 
schicht eine gut galvanisierbare Oberflache freigelegt und 
anschlieSend mit Au bzw. NiAu galvanisiertwtrd. 
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Patentanspruche 




vL) Verfahren zur HerstelLung von partiell bond- und lot- 
baren Dunnschichtleiterbahnen mit Durchkontaktierungen , 
5 die zusamraen rait Bauelementen auf einem als Trager 

dienenden elektrisch nicht leitenden Substrat in der Form 
einer integrierten Schicht- bzw. Hybridschal tung aufge- 
bracht sind, wobei nach dem Aufbringen im Vakuum eine 
Haft- bzw. Widerstandsschicht , eine Leitschicht aus 
10 Kupfer und eine Schutzschicht aus Aluminium bzw. Alumi- 
niumlegierung vorliegen, dadurch gekenn- 
zeichnet , daB nach dem Entfernen der Schutz- 
schicht eine gut galvanisierbare Oberflache (4) freige- 
legt und anschlieCend galvanisiert wird. 

15. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch g e - 
kennzeichnet , dafl die zu gal vanisierende 
Oberflache (4) vorzugsweise aus einer diinnen Kupfer/Alu- 
minium-Bronze-Schicht besteht . 

20 

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet , dafl die Kupf er-Aluminium- 
Bronze-Schicht (4) durch Warmebehandl ung in Luft bei 2Q0°C 
bis 300°C entsteht. 



4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet , daB die galvanische 
Schicht (6-8) aus gut bondbarem Material besteht. 

30 5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet , daB die galvanische 
Schicht (6 - 8) vorzugsweise aus Gold bzw. Nickel/Gold 
besteht . 

35 6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch 

gekennzeichnet , daB die Schaltungen bei 
2CC° bis 4CQ 3 C 20 Stunden bis 0,5 Stunden getempert werden. 
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Bond- und lotbare Diinnschichtleiterbahnen mit Durchkon- 
tak tierunqen . 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von 
partiell bond- und lotbaren Diinnschichtleiterbahnen mit 
Durchkontaktierungen, die zusammen mit Bauelementen auf 
einem als Trager dienenden, elektrisch nicht leitenden 
Substrat in der Form einer integrierten Schicht- bzw. 
Hybridschal tung aufgebracht sind, wobei nach dem 
Aufbringen im Vakuum eine Haft- bzw. Widerstandsschicht , 
eine Leitschicht aus Kupfer und eine Schutzschicht aus 
Aluminium bzw. Aluntiniuralegierung vorliegen. Ein derar- 
tiges Schichtauf bau ist bereits durch die DE-OS 31 07 943 
als Verfahren zur Herstellung von lotbaren und temper- 
fahigen edelmetallf reien Dunnschichtlei terbahnen bekannt. 

Bond- und lotbare Diinnschichtleiterbahnen 'rait Durchkon- 
taktierungen werden nach bislang bekannten Verfahren 
durch Aufdampfen bzw. Aufstauben von TiPdCu bzw. TiCu und 
Galvanisieren mit CuNiAu (GB-PS 1 527 108, DE-OS 2 108 730) 
Oder CuAu (DE-AS 25 22 944) hergestellt. 

Die nach der zitierten Patent literatur herges tellten Diinn- 
schichtleiterbahnen haben relativ dicke galvanisch abge- 
schiedene Kupf erschichten , die bei hbheren Temperungen 
(> 300°C) zu erheblicher Oxidation an den Flanken fiihren. 
Deshalb sind diese Schichtkombinationen fur Anwendungen 
dieser Art nicht gut geeignet . 

In den genannten drei Verfahren ist die selektive Atzbar- 
keit zwischen einer der auf gedampf ten Schichten und den 
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galvanisch abgeschiedenen Schichten (Kupfer auf Kupfer 
bzw. Gold auf Gold) nicht gewahr leistet . 

Die zitierten Verfahren haben auQerdem den Nachteil, dafl 
das gesarate Leiterbahnsys tern mit dicken galvanischen 
Schichten verstarkt werden mufl urn einen niederen Wider- 
stand zu erreichen. Dies fiihrt aber zu einem erhdhten 
Edelraetall verbrauch * 



10 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das eingangs 
definierte Verfahren zur Herstellung von partiell bond- 
und lotbaren Diinnschichtleiterbahnen mit Durchkontak- 
tierungen zu entwickeln, das folgende Anf orderungen er- 
f iillen soil : 

15 

- Einfache und kostengunstige Herstellung 

- Temperf ahigkeit (200° - 4Q0°C) 

- Bondbarkeit durch Thermokompression oder Thermo- 
sonic mit Golddrahtchen 

20 - Zuverlassige Durchkontaktierungen 

- Lotbarkeit . 

- Korrosionsbestandigkeit 

- Niederer Widerstand. 



25 Diese Aufgabe wird dadurch gelost, daB nach dem Entfernen 
cler Schutzschicht eine gut galvanisierbare Oberflache 
freigelegt und anschliefiend galvanisiert wird, 

Nach einer Weiter bildung der Erfindung besteht die zu 
30 gal vanisier ende Oberflache vorzugsweise aus einer dunnen 

Kupfer/ Aluminium-Bronze-Schicht . Dadurch wird eine Kupfer- 
diffusion in die darliberliegende Goldschicht bzw. Nickel- 
Goldschicht stark herabgesetzt . Deshalb kann auch nach 
Teraperbehandlungen (200°C bis 400°C) gut mit Golddraht- 
35 chen gebondet werden. 



Erf indungsgemaB entsteht die Kupfer / Al urn ini urn -Bronze- 
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Schicht durch Warmebehandlung in Luft bei 200° bis 300°C. 

Nach einer weiteren Ausges tal tung der Erfindung besteht 
die galvanische Schicht aus vorzugsweise Gold bzw. 
Nickel/Gold. Diese Schichten sind sehr gut bondbar. 

Nach einer Weiterbi 1 dung der Erfindung werden die Schal- 
tungen bei 200° bis 40CTC 20 Stunden bis 0,5 Stunden ge- 
tempert. Der Schichtauf bau nach der Erfindung halt diesen 
Temperaturbeanspruchungen stand. 

Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung besteht darin, daB 
die ira Vakuuni abgeschiedene Leitschicht aus Kupfer und 
die daruber liegende Schutzschicht aus Aluminium ausge- 
zeichnet selektiv gegeniiber den galvanisch abgeschiedenen 
Schichten aus Gold und Nickel/Gold atzbar sind. Da nur an 
den Durchkontaktierungen, Bond- und Lb'tstellen galvani- 
siert wird, ist der Edelraetallverbrauch auf ein Minimum 
reduziert . 

Die Kupf erleiterbahnen werden wahrend den Temperatur- 
prozessen durch die Aluminium-Schutzschicht gegen 
Oxidation geschutzt. 

Es ist weiterhin ein Vorteil der Erfindung, dafl dieses 
Verfahren naturlich auch bei Spezialanwendungen , zura Bei- 
spiel Plikrowellenschaltungen, eingesetzt werden kann, die 
zusatzlich zu den Bond- und Lotkontakten auch galvanisch 
verstarkte Leiterbahnen erfordern. 

Die Erfindung wird anhand einer Figur erlautert, die 
einen Ausschnitt einer Diinnschichtleiterbahn im Schnitt 
zeigt. Nach dem Ausf iihrungsbeispiel wird nur partiell 
gal vanisiert . 



In dieser Darstellung ist ein Substrat mit 1, eine Haft- 
bzw. Widers tandsschicht mit 2, eine Leitschicht aus 
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Kupfer rait 3, eine Kupf er/ Aluminium-Bronze-Schicht mit 4, 
eine Schutzschicht aus Aluminium bzw. Aluminiumlegierung 
mit 5, eine Gold- bzw. Nickel/Gold-Schicht an Durchkon- 
taktierungen mit 6, eine Bondstelle mit 7 und eine Lot- 
stelle mit 8 bezeichnet. 

Ein typischer Verf ahrensablauf zur Herstellung von 
partieLl bond- und lotbaren Dunnschichtl eiterbahnen mit 
Durchkontaktierungen nach der Erfindung geht zum Beispiel 
f olgenderraaQen vor sich: 

Auf einera Substrat 1 aus Isoliermaterial r wie zura Bei- 
spiel Keraraik oder Glas, werden ira Vakuum eine Haft- bzw. 
Widerstandsschicht 2, eine Leitschicht aus Kupfer 3 und 
eine Schutzschicht aus Aluminium bzw. Aluminiumlegierung 
5 aufgebracht. Danach wird eine Kupfer/ Aluminium-Bronze- 
Schicht k durch Warraebehandlung in Luft bei 200° bis 
300°C erzeugt. Darauf folgt ein erster FotoprozeG fur die 
Galvanisierung von Durchkontaktierungen 6 fur die Bond- 7 
bzw. Lotstellen 8. Nach einem selektiven Entfernen der 
nicht in eine K upfer/ Aluminium-Bronze-Schicht ubergegan- 
genen Aluminiumschicht wird durch anschliefiendes Galvani- 
sieren auf der Kupfer /Aluminium-Bronze-Schicht durch Ab- 
scheiden einer Gold bzw. Nickel/Gold-Schicht an Durchkon- 
taktierungen 6, Bond- 7 und Lotstellen 8 die Durchkontak- 
tierung erzeugt. Daran schlieBt sich ein zweiter Foto- 
prozeG an, der entfallen kann , wenn keine partielle bond- 
und lotbare Leiterbahnen erforderlich sind. AnschlieQend 
wird die Leiterbahnschicht aus Aluminium und Kupfer und 
die eventuell darunterliegende Haftschicht geatzt. Danach 
folgt ein dritter Fotoprozefl, urn die Struktur der Wider- 
stande zu atzen. AbschlieBend werden die freigelegten 
Widerstande einer Stabilisierungstemperung (25Q° bis 
40Q°C) unterwcrfen. Zum SchluO folgt das Hybridieren 
(Bonden, Ldten),*und zwar speziell auf den Anwendungsf al 1 
zuges chnitten . 
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Wenn keine partielle bond- und ldtbare Leiterbahnstellen 
erf order] ich sind, kann das Leiterbahnnetz auch ganz- 
flachig galvanisch verstarkt werden. Dadurch sind nur 
noch zwei F otoschritte- erf orderlich. 
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